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１．概要（Summary ） 

 検討を行っている素子の作製には高品質のナノ絶

縁膜が不可欠であるが、使用している機材及び作業環

境のため、要求する薄膜が作製できない。そこで、大

阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点のクリーンル

ーム及び RFスパッタ装置を利用し、絶縁体の成膜実

験を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した設備：RF スパッタ成膜装置装置（サンユ

ー電子(株)社製 SVC-700LRF） 

・実験方法 

絶縁膜には酸化アルミニウムを用いた。 

RFスパッタ成膜装置装置を用いて、下部電極 ⇒ア

ルミナ膜（膜厚数 nm）⇒上部電極の順に成膜を行っ

た。 下部電極及びアルミナ膜はシリコン基板全面に

成膜し、次いでマスクを使用してΦ600m、Φ400m、

Φ200mの上部電極を作製した。 

電極の構造は図-1に示す。 

 

 

Figure-1 A cross section schematic of electrodes 

 

作製した素子を、大阪府立産業技術研究所所有のア

ジレントテクノロジー㈱ セミコンダクターデバイ

スアナライザを用いて I-V測定した。測定に使用した

プローブは先端径 20μm であり、プローブ先端と上

部電極との接触の確認は拡大鏡で観察しながら行う

が、観察は上方より行うため接触の確認が難しい。ま

た、上部電極に接触させる際、電極の表面に接触痕が残

るほど押し当てると絶縁が壊れてしまうため、接触は、

イ ン ピ ー ダ ン ス メ ー タ ー  (HIOKI 3532-80 

CHEMICAL IMPEDANCE MATER ; 日置電機㈱)を使

用して確認した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

成膜時或いは測定時にプローブの先端により絶縁不

良を起こしたと思われる測定箇所もあるが、膜厚が 8nm

であれば、印加電圧が 1Vにおいて数 GΩ、5Vにおいて

数MΩ程度の抵抗を有する膜を得ることができた。 

図-2に測定結果の一例を示す 

 

 

Figure-2 Change of the current value and the 

resistance value, due to the increase of the applied 

voltage  
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